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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 102 34 931.2-33

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung vom 10. April 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dr. Tauchert sowie der Richter Lokys, Schramm und Brandt

beschlossen:

BPatG 154
08.05



Die Beschwerde der Anmelderin wird zuriickgewiesen.

Grinde

Die vorliegende Patentanmeldung 102 34 931.2-33 ist am 31. Juli 2002 in engli-
scher Sprache mit der Bezeichnung ,,A method of forming a metal silicide gate in a
standard MOS process sequence” beim Deutschen Patent- und Markenamt einge-
reicht worden. Die beglaubigte deutsche Ubersetzung ist am 25. Oktober 2002

eingegangen.

Die Prufungsstelle fur Klasse HO1L des Deutschen Patent- und Markenamts hat
im Prafungsverfahren beméngelt, dass die geltenden Anspriiche unklar seien und
damit nicht zweifelsfrei zu erkennen sei, was unter Schutz gestellt werden solle.

Weiterhin hat sie auf die Druckschriften

(1) US 6268257 B1,
(2) DE 197 50 340 A1,
(3) US 5851891 und
(4) WO 2002/065 523 Al

hingewiesen. Mit Beschluss vom 18. Mai 2005 hat sie die Anmeldung zurtckge-

wiesen, da die Patentanspriiche nach wie vor unklar seien.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beschwerde der Anmelderin vom
8. Juli 2005.

Mit der Terminsladung hat der Senat noch die Druckschriften



(5) US 6187 657 B1 und
(6) US 6166417

Ubersandt.

In der mindlichen Verhandlung vom 10. April 2008 stellt die Anmelderin den An-

trag,

den Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse HO1L des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 18. Mai 2005 aufzuheben und das

Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentanspriche 1 bis 16 (Hauptantrag),
Patentanspriche 1 bis 16 (Hilfsantrag 1),
Patentanspruche 1 bis 11 (Hilfsantrag I1),
Patentanspriiche 1 bis 11 (Hilfsantrag 1l1),
Patentansprtche 1 bis 11 (Hilfsantrag 1V),
Patentansprtche 1 bis 6 (Hilfsantrag V),
Patentansprtche 1 bis 6 (Hilfsantrag VI),

ursprungliche Beschreibung, Seiten 1 bis 5, 7 bis 20, mit der Mal3-
gabe, dass vor dem letzten Absatz auf Seite 2 der Text gemaf
den in der mundlichen Verhandlung vom 10. April 2008 tbergebe-
nen zwei Beschreibungsseiten einzuflgen ist,

Beschreibung, Seite 6, tberreicht in der mindlichen Verhandlung
vom 10. April 2008,

ursprungliche Zeichnung, Figuren 1a bis le.

Der geltende Anspruch 1 nach Hauptantrag lautet:



.verfahren zur Herstellung eines MOS-Transistors, wobei das

Verfahren umfasst:

Bereitstellen eines Substrats mit einem darauf gebildeten dotierten

Halbleitergebiet;

Bilden einer Gateisolationsschicht auf dem dotierten Halbleiterge-
biet;

Abscheiden einer Polysiliziumgateschicht mit einer Dicke, die an-
gepasst ist, um in einer Warmebehandlung eine vollstandige Um-

wandlung des Polysiliziums in Metallsilizid zu erreichen;

Strukturieren der Polysiliziumgateschicht, um eine Gateelektrode

zu bilden;

Bilden von Source- und Draingebieten;

Bilden einer Metallschicht mit einem spezifizierten Metall Gber der
Gateelektrode und Uber den Source- und Draingebieten; und

Durchfihren einer Warmebehandlung, wobei das Polysilizium in
der Gateelektrode vollstandig in ein Metallsilizid umgewandelt wird
und Metallsilizidgebiete in den Source- und Draingebieten gebildet

werden.”

Der geltende Anspruch 1 nach Hilfsantrag | lautet:

.verfahren zur Herstellung eines MOS-Transistors, wobei das

Verfahren umfasst:



Bereitstellen eines Substrats mit einem darauf gebildeten dotierten

Halbleitergebiet;

Bilden einer Gateisolationsschicht auf dem dotierten Halbleiterge-
biet;

Abscheiden einer Polysiliziumgateschicht mit einer Dicke, die an-
gepasst ist, um in einer Warmebehandlung eine im Wesentlichen
vollstandige Umwandlung des Polysiliziums in Metallsilizid zu er-

reichen;

Strukturieren der Polysiliziumgateschicht, um eine Gateelektrode

zu bilden;

Bilden von Source- und Draingebieten;

Bilden einer Metallschicht mit einem spezifizierten Metall Uber der

Gateelektrode und tUber den Source- und Draingebieten; und

Durchfihren einer Warmebehandlung, wobei das Polysilizium in
der Gateelektrode im Wesentlichen vollstéandig in ein Metallsilizid
umgewandelt wird und Metallsilizidgebiete in den Source- und

Draingebieten gebildet werden.*

Der geltende Anspruch 1 nach Hilfsantrag Il lautet:

.verfahren zur Herstellung eines MOS-Transistors, wobei das
Verfahren umfasst:

Bereitstellen eines Substrats mit einem darauf gebildeten dotier-

ten Halbleitergebiet;



Bilden einer Gateoxidschicht auf dem dotierten Halbleitergebiet;

Abscheiden einer Polysiliziumgateschicht auf der Gateoxid-
schicht mit einer Dicke, die angepasst ist, um in einer Warmebe-
handlung eine im Wesentlichen vollstandige Umwandlung des

Polysiliziums in Metallsilizid zu erreichen,;

Strukturieren der Polysiliziumgateschicht, um eine Gateelektrode

zu bilden;

Bilden von Source- und Draingebieten;

Bilden einer Metallschicht mit einem spezifizierten Metall Uber
der Gateelektrode und Uber den Source- und Draingebieten, wo-
bei die Dicke der Metallschicht so gewahlt wird, dass die fur das
vollstdndige Umwandeln des Polysilizium in Metallsilizid erforder-

liche minimale Dicke Uberschritten wird; und

Durchfuhren einer Warmebehandlung, wobei das Polysilizium in
der Gateelektrode im Wesentlichen vollstandig in ein Metallsilizid
umgewandelt wird und Metallsilizidgebiete in den Source- und

Draingebieten gebildet werden.”
Der geltende Anspruch 1 nach Hilfsantrag Ill ist identisch mit dem Anspruch 1
nach Hauptantrag, der geltende Anspruch 1 nach Hilfsantrag IV ist identisch mit
dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag I.

Der geltende Anspruch 1 nach Hilfsantrag V lautet:

.verfahren zur Herstellung eines MOS-Transistors, wobei das

Verfahren umfasst:



Bereitstellen eines Substrats mit einem darauf gebildeten dotierten

Halbleitergebiet;

Bilden einer Gateoxidschicht auf dem dotierten Halbleitergebiet;

Abscheiden einer Polysiliziumgateschicht auf der Gateoxidschicht
mit einer Dicke, die angepasst ist, um in einer Warmebehandlung
eine vollstandige Umwandlung des Polysiliziums in Metallsilizid zu

erreichen;

Strukturieren der Polysiliziumgateschicht, um eine Gateelektrode

zu bilden;

Bilden von Source- und Draingebieten;

Bilden einer Metallschicht mit einem spezifizierten Metall Gber der
Gateelektrode und Uber den Source- und Draingebieten, wobei die
Dicke der Metallschicht so gewahlt wird, dass die fur das vollstan-
dige Umwandeln des Polysilizium in Metallsilizid erforderliche mi-

nimale Dicke Uberschritten wird; und

Durchfihren einer Warmebehandlung, wobei das Polysilizium in
der Gateelektrode vollstandig in ein Metallsilizid umgewandelt wird
und Metallsilizidgebiete in den Source- und Draingebieten gebildet

werden.”

Der geltende Anspruch 1 nach Hilfsantrag VI lautet:

.verfahren zur Herstellung eines MOS-Transistors, wobei das

Verfahren umfasst:



Bereitstellen eines Substrats mit einem darauf gebildeten dotierten

Halbleitergebiet;

Bilden einer Gateoxidschicht auf dem dotierten Halbleitergebiet;

Abscheiden einer Polysiliziumgateschicht auf der Gateoxidschicht
mit einer Dicke, die angepasst ist, um in einer Warmebehandlung
eine im Wesentlichen vollstandige Umwandlung des Polysiliziums

in Metallsilizid zu erreichen;

Strukturieren der Polysiliziumgateschicht, um eine Gateelektrode

zu bilden;

Bilden von Source- und Draingebieten;

Bilden einer Metallschicht mit einem spezifizierten Metall Gber der
Gateelektrode und Uber den Source- und Draingebieten, wobei die
Dicke der Metallschicht so gewahlt wird, dass die fur das im We-
sentlichen vollstdandige Umwandeln des Polysilizium in Metallsilizid

erforderliche minimale Dicke Uberschritten wird; und

Durchfihren einer Warmebehandlung, wobei das Polysilizium in
der Gateelektrode im Wesentlichen vollstéandig in ein Metallsilizid
umgewandelt wird und Metallsilizidgebiete in den Source- und

Draingebieten gebildet werden.”

Hinsichtlich der Unteranspriiche nach dem Hauptantrag und nach den Hilfsantra-
gen | bis VI, hinsichtlich des nebengeordneten Anspruchs 12 nach dem Haupt-
und dem Hilfsantrag | und des nebengeordneten Anspruchs 7 nach dem Hilfsan-
trag Il wird ebenso wie hinsichtlich der weiteren Einzelheiten auf den Akteninhalt

verwiesen.



Die zulassige Beschwerde der Anmelderin erweist sich nach dem Ergebnis der
mindlichen Verhandlung vom 10. April 2008 als nicht begriindet, weil die Ge-
genstande der jeweiligen Anspriche 1 nach Hauptantrag und den Hilfsantragen Il
und V uber den Inhalt der urspringlichen Offenbarung hinausgehen und die Ge-
genstande der jeweiligen Anspriiche 1 nach den Hilfsantragen I, I, IV und VI nicht

patentfahig sind.

1. Die Anmeldung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Metallsilizidgates in

einer standardmafigen MOS-Prozesssequenz.

Bei der Herstellung von hochintegrierten MOS-Bauelementen fuhrt die Verkleine-
rung der Bauelemente-Dimensionen zu einer Reihe von Problemen, die sich in ei-
ner Verschlechterung der Eigenschaften der MOS-Transistoren bemerkbar ma-
chen. Insbesondere wirkt sich die Verringerung der Strukturbreiten der aus Polysi-
lizium gebildeten Gateelektroden negativ aus. Zum einen weisen diese wegen ih-
rer verringerten Querschnittsabmessungen einen erhdhten elektrischen Wider-
stand auf, so dass es zu einem Anstieg der Schaltzeiten in der integrierten Schal-
tung kommt. Zum anderen bildet sich in der Polysiliziumgateelektrode an der
Grenzflache zur darunter angeordneten Gateisolationsschicht eine an Ladungs-
trdgern verarmte Randschicht aus, die sich wie eine Erhéhung der effektiven Di-
cke der Gateisolationsschicht auswirkt und die kapazitive Kopplung der Gatee-
lektrode an das Kanalgebiet des Transistors herabsetzt.

Angesichts der zuvor genannten Problematik besteht ein Bedarf fir ein verbes-
sertes MOS-Transistorelement, das auf kompatible Weise mit der standardmali-
gen MOS-Herstellung fabriziert werden kann, vgl. die geltende Beschreibung Sei-
te 2, letzter Absatz. Die der Anmeldung als technisches Problem

zugrundeliegende Aufgabe besteht weiter darin, ein mit standardmaRigen
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Herstellungsverfahren kompatibles Verfahren zur Herstellung eines verbesserten

MOS-Transistorelements anzugeben.

Gemall dem geltenden Anspruch 1 nach Hauptantrag, dem mit diesem wortglei-
chen Anspruch 1 nach Hilfsantrag Ill und dem weitgehend wortgleichen An-
spruch 1 nach Hilfsantrag V wird diese Aufgabe durch ein Verfahren zum Herstel-
len eines MOS-Transistors gelost, bei dem auf einem dotierten Halbleitergebiet
eines Substrats eine Gateisolationsschicht (Anspruch 1 nach Haupt- und Hilfsan-
trag lll) bzw. eine Gateoxidschicht (Anspruch 1 nach Hilfsantrag V) gebildet und
auf dieser bzw. diesem eine Polysiliziumgateschicht abgeschieden wird. Deren Di-
cke ist angepasst, um eine vollstandige Umwandlung in ein Metallsilizid in einer
Warmebehandlung zu erreichen, die sich an das Strukturieren der Polysilizium-
schicht zu einer Gateelektrode, das Bilden von Source- und Draingebieten und
das Aufbringen einer Metallschicht aus einem spezifizierten Metall Uber der Ga-
teelektrode und den Source-Draingebieten anschliel3t und bei der das Polysilizium
vollstandig in ein Metallsilizid umgewandelt wird und Metallsilizidgebiete in den
Source-Draingebieten gebildet werden. Der geltende Anspruch 1 nach Hilfsantrag
V lehrt erganzend zu diesen Mal3Bhahmen, dass die Dicke der Metallschicht, die
Uber der Gateelektrode und den Source- und Draingebieten aufgebracht wird, so
gewahlt wird, das die fur das vollstandige Umwandeln des Polysiliziums in Metall-

silizid erforderliche minimale Dicke Uberschritten wird.

Gemall dem geltenden Anspruch 1 nach Hilfsantrag | und dem wortgleichen gel-
tenden Anspruch 1 nach Hilfsantrag IV wird die oben genannte Aufgabe durch ein
Verfahren geldst, bei dem bei ansonsten mit dem im Anspruch 1 nach Hauptan-
trag angegebenen Verfahren identischem Verfahrensablauf das Polysilizium mit
einer Dicke abgeschieden wird, die angepasst ist, um in einer Warmebehandlung
eine im Wesentlichen vollstandige Umwandlung des Polysiliziums in Metallsilizid
zu erreichen, und bei dem das Polysilizium bei der Warmebehandlung im Wesent-

lichen vollstandig in ein Metallsilizid umgewandelt wird.
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Gemal dem geltenden Anspruch 1 nach Hilfsantrag Il und dem annahernd wort-
gleichen geltenden Anspruch 1 nach Hilfsantrag VI wird die Aufgabe durch ein
Verfahren geldst, bei dem bei ansonsten mit dem im Anspruch 1 nach Hauptan-
trag identischem Verfahrensablauf auf dem dotierten Halbleitergebiet des Sub-
strats eine Gateoxidschicht gebildet und auf dieser eine Polysiliziumgateschicht
abgeschieden wird. Ubereinstimmend geben beide Anspriiche an, dass die Dicke
der Polysiliziumschicht angepasst ist, um in einer Warmebehandlung eine im We-
sentlichen vollstandige Umwandlung in Metallsilizid zu erreichen und dass das
Polysilizium bei der Warmebehandlung im Wesentlichen vollstandig in ein Metall-
silizid umgewandelt wird. Die beiden Anspriche unterscheiden sich untereinander
nur dadurch, dass die Dicke der Metallschicht, die Gber der Gateelektrode und den
Source- und Draingebieten aufgebracht wird, gemafd Anspruch 1 nach Hilfsan-
trag Il so gewahlt wird, dass die fir das vollstandige Umwandeln des Polysiliziums
in Metallsilizid erforderliche minimale Dicke Uberschritten wird, wahrend sie gemarf
Anspruch 1 nach Hilfsantrag VI so gewahlt wird, dass die fur das im Wesentlichen
vollstandige Umwandeln des Polysiliziums in Metallsilizid erforderliche minimale

Dicke Uberschritten wird.

2. Die Gegenstande des Anspruchs 1 nach Hauptantrag, des Anspruchs 1 nach
Hilfsantrag Il und des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag V gehen tber den Inhalt der
ursprunglichen Offenbarung hinaus. Die in diesen Patentansprichen bean-
spruchte Lehre, dass die Polysiliziumgateschicht mit einer Dicke abgeschieden
wird, die angepasst ist, um in einer Warmebehandlung eine vollstandige Um-
wandlung des Polysiliziums in Metallsilizid zu erreichen, und dass eine Warmebe-
handlung durchgefuhrt wird, bei der das Polysilizium in der Gateelektrode voll-
standig in ein Metallsilizid umgewandelt wird, ist in den urspringlichen Anmel-
dungsunterlagen nicht offenbart.

In den urspringlichen Unterlagen ist nur angegeben, dass die Polysiliziumschicht
bei der Silizidierung ,im Wesentlichen vollstandig“, ,nahezu vollstandig* oder ,zu
einem hohen MalRe oder mdglicherweise im Wesentlichen vollstandig” in ein Me-

tallsilizid umgewandelt wird, vgl. in diesen Unterlagen
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Seite 3, Absatz 1: , ... eine Polysiliziumschicht im Wesentlichen vollstan-
dig in ein Metallsilizid umgewandelt wird ...",
Seite 4, Absatz 1, letzter Satz: ,Schlie3lich wird eine Warmebehandlung
ausgefihrt, um im Wesentlichen vollstandig die Metallschicht in Metallsilizid
umzuwandeln.”,
Seite 4, Absatz 2, letzter Satz: ,Ferner ist eine Gateelektrode ... ausgebil-
det, wobei mindestens 90 % der Gateelektrode ein Metallsilizid aufweisen.”,
Seite 5, vorletzter Absatz: ..., so dass eine im Wesentlichen vollstéandig
silizidierte Gateelektrode erhalten werden kann, ...“,
Seite 10, Absatz 1: ... verwendet die vorliegende Erfindung das Konzept,
im Wesentlichen vollstandig das Polysilizium der Gateelektrode ... in ein
Metallsilizid umzuwandeln ...*,
Seite 10, Absatz 2: ,Beim Strukturieren der Gateelektrode ... wird eine
Polysiliziumschicht mit einer Sollabscheidedicke abgeschieden, die eine
Hohe ... der Gateelektrode ... ermdglicht, die im Wesentlichen vollstandig
in ein Metallsilizid umgewandelt werden kann.”,

Seite 10, Absatz 4: ..., um eine im Wesentlichen vollstandige Umwandlung
von Polysilizium in ein Metallsilizid zu erméglichen ... mit einer Dicke, die im
Wesentlichen einer Dicke entspricht, die das nahezu vollstandige Umwan-
deln des Polysiliziums ... in ein Metallsilizid erméglicht.”,

Seite 11, Absatz 3: ,wobei die reduzierte Hohe ... der Gateelektrode ... wie-
derum zu einer im Wesentlichen vollstdandigen Umwandlung des Polysilizi-
ums ... fahrt.”,

Seite 11, Absatz 4: ,...., wobei sich das Metallsilizidgebiet ... jedoch im We-
sentlichen bis zu der Gateisolationsschicht ... hinab ausdehnt.”,

Seite 12, Absatz 2, unteres Drittel: ..., um eine im Wesentlichen vollstan-
dige Umwandlung des Polysiliziums in der Gateelektrode zu erreichen.” und
Seite 14, Absatz 3: ,Es gilt also: die vorliegende Erfindung erlaubt die Her-
stellung eines Transistorelements ..., wobei das Polysilizium in der Gate-

elektrode zu einem hohen Mal3e oder moglicherweise im Wesentlichen voll-
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standig in ein Metallsilizid umgewandelt wird, so dass ... die Wirkung der

Gateverarmung deutlich reduziert ist.”

Auch aus den Angaben zum Vermeiden einer Gateverarmungsschicht an der
Grenzflache zu Gatedielektrikum kann nicht darauf geschlossen werden, dass die
Polysiliziumschicht vollstandig umgewandelt werden soll, denn hierzu heil3t es auf
Seite 11, letzter Satz bis Seite 12, erster Satz: ,Insbesondere werden die relativ
gering dotierten Bereiche in dem unteren Teil der Gateelektrode ... im Wesentli-
chen vermieden.” und auf Seite 12, Absatz 2: ,Des Weiteren kann eine Ausbildung
einer Verarmungsschicht in der Gateelektrode deutlich eingeschrénkt werden -
abhangig von der GroRe der Abmessung 116a, d. h. abhangig von dem Mal3 an

Umwandlung von Polysilizium in Metallsilizid."

Schliel3lich geben auch die urspriinglichen Patentanspriiche nicht die Lehre, dass
das Polysilizium vollstdndig in ein Metallsilizid umgewandelt wird, vgl. im ur-
sprunglichen Verfahrensanspruch 12 das letzte Teilmerkmal: ,Warmebehandeln
des Substrats, um im Wesentlichen vollstandig die Metallschicht in Metallsilizid
umzuwandeln* und im urspringlichen Vorrichtungsanspruch 23 das letzte Teil-
merkmal: ,... mit einer Gateelektrode, die auf der Gateisolationsschicht gebildet
ist, wobei mindestens 90 % der Gateelektrode ein Metallsilizid aufweisen® im Zu-
sammenhang mit dem auf diesen Anspruch riickbezogenen Unteranspruch 24: ,,...

wobei die Gateelektrode im Wesentlichen vollstandig aus Metallsilizid gebildet ist".

Der zustandige Fachmann, der hier als ein mit der Entwicklung der Technologie
hdchstintegrierter MOS-Bauelemente betrauter Diplom-Physiker oder Diplom-In-
genieur der Elektrotechnik mit Hochschulabschluss zu definieren ist, konnte der
Gesamtheit der urspringlichen Anmeldungsunterlagen nicht die Lehre entneh-
men, dass das Polysilizium der Gateelektrode vollstéandig in ein Metallsilizid um-
gewandelt wird. Die entsprechenden Lehren im geltenden Anspruch 1 nach
Hauptantrag, Hilfsantrag Ill und Hilfsantrag V gehen Uber den Inhalt der Anmel-

dung in der Fassung hinaus, in der sie bei der fur die Einreichung der Anmeldung
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zustandigen Behdrde urspriinglich eingereicht worden sind (8 21 Abs. 1 Ziffer 4

PatG). Die bezeichneten Anspriiche 1 sind daher nicht gewahrbar.

3. Die Zulassigkeit des geltenden Anspruchs 1 nach dem Hilfsantrag |, des
geltenden Anspruchs 1 nach dem Hilfsantrag Il, des geltenden Anspruchs 1 nach
dem Hilfsantrag IV und des geltenden Anspruchs 1 nach dem Hilfsantrag VI kann
dahingestellt bleiben, denn die in diesen Anspriichen gegebene Lehre ist jeden-
falls nicht patentfahig, vgl. BGH GRUR 1991, 120, 121 Abschnitt 1.1 - ,Elastische

Bandage".

a) Das Verfahren nach dem geltenden Anspruch 1 nach Hilfsantrag | und das

Verfahren nach dem gleichlautenden Anspruch 1 nach Hilfsantrag IV ist nicht neu.

Aus der Entgegenhaltung (3) ist ein Verfahren zur Herstellung eines MOS-Tran-
sistors bekannt, das in Ubereinstimmung mit dem in diesen Anspriichen genann-

ten Verfahren folgende Schritte umfasst:

- Bereitstellen eines Substrats mit einem darauf gebildeten dotierten
Halbleitergebiet (vgl. Sp. 3, Zeilen41 bis 49: In Fig. 1A, silicon sub-
strate 102 suitable for integrated circuit manufacture includes a P ~ type
epitaxial surface layer disposed on a P* base layer (not shown). The epi-
taxial surface layer provides an active region with a boron background con-
centration ... Substrate 102 can be subjected to a threshold voltage implant,

a punch-through implant, and a well implant as is conventional.);

- Bilden einer Gateisolationsschicht auf dem dotierten Halbleitergebiet (vgl.
Sp. 3, Zeilen 51 bis 55: A blanket layer of gate oxide 104, composed of sili-

con dioxide (SiOy), is formed on the top surface of substrate 102);

- Abscheiden einer Polysiliziumgateschicht mit einer vorgegebenen Dicke

(vgl. Sp. 3, Zeilen 55 bis 65: Thereafter, a blanket layer of undoped polysili-
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con 106 is deposited by low pressure chemical vapour deposition (LPCVD)
on the top surface of gate oxide 104. Polysilicon has a thickness of
750 angstroms.);

Strukturieren der Polysiliziumgateschicht, um eine Gateelektrode zu bilden
(vgl. Sp. 3, Zeile 66 bis Sp. 4, Zeile 21: In Fig. 1B, photoresist 108 is depo-
sited on polysilicon 106 and patterned to selectively expose polysilicon 106.
Photoresist 108 is patterned ... In Fig. 1C, a dry etch is applied that re-
moves polysilicon 106 outside photoresist 108 while photoresist 108 pro-
tects the underlying portions of polysilicon 106. The remaining (unetched)
polysilicon 106 provides polysilicon gate 110. ... Gate 110 has a thickness

... of 750 angstroms );

Bilden von Source- und Draingebieten (vgl. Sp. 4, Zeilen 22 bis Sp: 5,
Zeile 15: In Fig. 1D, photoresist 108 is stripped, and lightly doped source
and drain regions are implanted into the substrate by subjecting the struc-
ture to ion implantation ... In Fig. 1F, heavily doped source and drain re-
gions are implanted into the substrate by subjecting the structure to ion im-
plantation);

Bilden einer Metallschicht mit einem spezifizierten Metall Uber der Gate-
elektrode und Uber den Source- und Draingebieten (vgl. Sp. 5, Zeilen 16
bis 27: In Fig. 1H, a blanket layer of titanium 134 with a thickness of about
300 angstroms is sputter deposited over substrate 102. Preferably, tita-
nium 134 is deposited directly on gate 110 and heavily doped source and

drain regions 130 and 132 without any intervening native oxide); und

Durchfihren einer Warmebehandlung, wobei das Polysilizium in der Gate-
elektrode im Wesentlichen vollstandig in ein Metallsilizid umgewandelt wird
und Metallsilizidgebiete in den Source- und Draingebieten gebildet werden

(vgl. Sp. 5, Zeilen 28 bis 50: In Fig. 11, a rapid thermal anneal on the order
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of 700°C for 30 seconds is applied ... to react titanium 134 with the silicon
surfaces that contact it. Silicon atoms in gate 110 and substrate 102 diffuse
into and react with the adjacent regions of titanium 134, and the reaction
consumes or aborbs a substantial amount of the underlying silicon. The re-
action converts titanium 134 into titanium silicide contacts 136, 138
and 140, which are in ohmic contact with heavily doped source region 130,
heaviliy doped drain region 132, and gate 110, respectively. ... The ratio of
titanium silicide to the original titanium is about 2,5 to 1, so titanium silicide
contacts 136, 138 and 140 each have a thickness of about 750 angstroms.
Although the theoretical ratio of consumed silicon to titanium is reported as
about 2.3 to 1, Applicants find in actual practice, this ratio is about 2 to 1.
Therefore, titanium silicide contacts 136 and 138 each consume about
600 angstroms of substrate 102, and titanium silicide contact 140 consumes
about 600 angstroms of gate 110. Advantageously, in doing so, the reaction
drastically reduces the thickness of gate 110 from about 750 angstroms to
about 150 angstroms, thereby converting gate 110 from a relatively thin

gate into an ultra-thin gate.)

Wie diese zuletzt zitierte Textpassage belegt, wird bei dem Verfahren nach der
Druckschrift (3) das Polysilizium mit einer Dicke abgeschieden, die bei der War-
mebehandlung weitgehend vollstandig in Metallsilizid umgewandelt wird, denn von
den urspriinglich abgeschiedenen 750 Angstrom Polysilizium bleiben nach der Si-
lizidierung nur etwa 150 Angstrom nicht umgewandeltes Polysilizium an der
Grenzflache zum Gateoxid Ubrig, so dass die mit diesem Verfahren hergestellte
Gateelektrode wie die des anmeldungsgeméalen MOS-Transistors trotz ihrer ge-
ringen Dicke einen niedrigen Widerstand aufweist ( vgl. Sp. 2, Zeilen 62 bis 65: By
consuming such a large amount of the gate, a relatively thin gate can be converted
into an ultra-thin gate with a thickness on the order of 100 to 200 angstroms. This

provides for extremely low gate resistance.)
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Die im Anspruch 1 nach Hilfsantrag | und im gleichlautenden Anspruch 1 nach
Hilfsantrag IV gegebene Lehre ist damit nicht neu (8 3 PatG). Die bezeichneten
Anspruche 1 sind daher ebenfalls nicht gewahrbar.

b) Die in den Ansprichen 1 nach dem Hilfsantrag Il und nach dem Hilfsantrag VI
gegebenen Lehren sind ebenfalls nicht patentfahig, weil diese nicht auf einer er-
finderischen Téatigkeit des zustandigen Fachmanns beruhen.

Die Gateisolationsschicht als Gateoxidschicht auf dem dotierten Halbleitergebiet
auszubilden, wie es diese Anspruche lehren, ist aus der Druckschrift (3) bekannt
(vgl. die oben schon genannte Beschreibung in Sp. 3, Zeilen 51 bis 55.)

Gemal der weiteren Erganzung des Anspruchswortlauts gegentber dem An-
spruch 1 nach Hilfsantrag | die Dicke der Uber der Gateelektrode und Uber den
Source- und Draingebieten aufzubringenden Metallschicht so zu wéhlen, dass sie
die fur das vollstandige (Hilfsantrag Il) bzw. das im Wesentlichen vollstandige
(Hilfsantrag VI) Umwandeln des Polysiliziums in Metallsilizid erforderliche mini-
male Dicke Uberschreitet, bedarf fir den oben definierten Fachmann keines erfin-

derischen Zutuns.

Insbesondere nach Anspruch 1 des Hilfsantrags Il soll die Metallschicht eines
spezifizierten Metalls, die Uber dem Polysilizium auf der Gateoxidschicht und tber
den benachbarten Source-Drain-Gebieten aufgebracht wird, in einer Dicke ausge-
bildet werden, die die fur das vollstandige Umwandeln des Polysiliziums in Metall-
silizid erforderliche minimale Dicke Uberschreitet. Diese Lehre beinhaltet die Mdg-
lichkeit, dass das Metallsilizid auch die Gateoxidschicht beschadigt. Beim Stand
der Technik gemal den Druckschriften (5) und (6) sind bei Anordnungen mit einer
vollstandig aus Metallsilizid gebildeten Gateelektrode daher zum Schutz des Ga-
teoxids Barriereschichten aus Nitridschichten (vgl. in (5) Fig. 4 mit SiN und in (6)
Fig. 2 und 9 mit TiN, TaN und TaSiN als Barriereschichten) vorgesehen. Die im

Anspruch 1 des Hilfsantrages Il vorgeschlagene Lehre ignoriert die zu Recht be-
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stehenden Bedenken hinsichtlich der mdglichen Schadigung des Gateoxids ledig-
lich und nimmt die damit tatsachlich und unvorhersehbar verbundenen Nachteile
einfach in Kauf. Dies stellt keine die Patentfahigkeit begriindende Uberwindung
technischer Fehlvorstellungen dar, vgl. BGH GRUR 1996, 857, Leitsatz 2, 860 c
Mitte - ,Rauchgasklappe*.

Die Lehre des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag VI stellt hingegen lediglich die einzige
maogliche Alternative zu der in der Druckschrift (3) angegebenen Vorgehensweise
dar, bei der gemaf Sp. 5, Zeilen 28 bis 0 die Dicke des Metalls so gewahlt wird,
dass dieses bei der Silizidierung im Rahmen der Warmebehandlung vollstandig
verbraucht wird, so dass die Silizidbildung dann selbsttatig zum Erliegen kommt,
was nur der Fall sein kann, wenn die Dicke der Metallschicht hdchstens die fur
eine im Wesentlichen vollstandige Umwandlung des Polysiliziums erforderliche
Dicke aufweist. Diese vorteilhafte Loésung ergibt sich aber in naheliegender Weise
aus der Lehre der Druckschrift (3), weil bei ihr Giberschiissige Metallschichten nicht
mehr entfernt werden muassen, vgl. in (3) Fig. 1J mit zugehériger Beschreibung in
Sp. 6.

Die in den Anspriichen 1 nach Hilfsantrag Il und nach Hilfsantrag VI gegebenen
Lehren beruhen somit nicht auf erfinderischer Tatigkeit (8 4 PatG). Die bezeich-

neten Anspriiche 1 sind somit ebenfalls nicht gewahrbar.

4. Die Anmelderin hat weder auf den nebengeordneten Anspruch 12 nach dem
Hauptantrag und nach dem Hilfsantrag I noch auf den nebengeordneten An-
spruch 7 nach dem Hilfsantrag Il einen selbstéandigen Hilfsantrag gerichtet und
auch fir die Unteranspriiche nach dem Hauptantrag und den Hilfsantragen | bis VI
keine gesonderte patentbegrindende Wirkung geltend gemacht. Somit fallen mit
dem jeweiligen Anspruch 1 des Hauptantrags und der Hilfsantrage | bis VI sowohl
die nebengeordneten Anspriiche als auch die Unteranspriiche, vgl. BGH
GRUR 2007, 862, 863, Tz 18 - ,Informationstibermittlungsverfahren 11“ m. w. N..
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5. Bei dieser Sachlage war die Beschwerde der Anmelderin zurlickzuweisen.

Dr. Tauchert Lokys Schramm Brandt

Pr



